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(57) Abstract: The invention relates to a method for
producing a device. The method comprises the provision of a
strip-type leadframe. The leadframe has leadframe portions
arranged in a row alongside one another and connecting
structures connecting the leadframe portions, said connecting
structures each connecting two adjacent leadframe portions.
The method furthermore comprises the formation of moulded
bodies on the leadframe, which each mechanically connect
two adjacent leadframe portions. Also provided are the
arrangement of semiconductor chips on the leadframe, and
the interruption of the connections, brought about via the

connecting structures, of the leadframe portions. The
invention also relates to a device.
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein

Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung. Das Verfahren
umfasst ein  Bereitstellen  eines  streifentrmigen
Leiterrahmens. Der Leiterrahmen weistin  einer Reihe
nebeneinander angeordnete Leiterrahmenabschnitte und die
Leiterrahmenabschnitte verbindende Verbindungsstrukturen
auf, welchejeweils zweibenachbarte Leiterrahmenabschnitte
verbinden. Das Verfahren
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umfasst des Weiteren ein Ausbilden von Formkérpern autf dem Leiterrahmen, welche jeweils zwei benachbarte
Leiterrahmenabschnittemechanisch verbinden. Weiter vorgesehen sind ein Anordnen von Halbleiterchips aut dem Leiterrahmen,
und ein Unterbrechen der iiber die Verbindungsstrukturen verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte. Die
Erfindung betriftt ferner eine Vorrichtung.
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Beschreibung

HERSTELLUNG EINER VORRICHTUNG MIT STREIFENFORMIGEM LEITERRAHMEN

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-

len einer Vorrichtung und eine Vorrichtung.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2014 110 781.0, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Optoelektronische Vorrichtungen fiir Beleuchtungsanwendungen
sind in unterschiedlichen Ausgestaltungen bekannt. Eine line-
are Leuchtvorrichtung weist in der Regel Leuchtdioden (LED,
Light Emitting Diode) mit geringer oder mittlerer Leistung
auf, welche auf einem streifenfdrmigen Trager angeordnet
sind. Derartige Vorrichtungen werden daher auch als LED-
Streifen oder LED-Band bezeichnet. Der Trager kann eine fle-
xible Leiterplatte oder eine Metallkernplatine (MCB, Metal

Core Board) sein.

Bei der herkdmmlichen Herstellung einer solchen Leuchtvor-
richtung werden gehduste Leuchtdioden, auch als LED-Package
bezeichnet, gefertigt. Dies umfasst Ublicherweise ein Um-
spritzen eines metallischen Leiterrahmens mit einem Gehause-
kérper, welcher Ausnehmungen aufweist, ein Befestigen von
strahlungsemittierenden Leuchtdiodenchips in den Ausnehmungen
auf dem Leiterrahmen, ein Herstellen von elektrischen Verbin-
dungen durch Drahtbonden, ein Verfiillen der Ausnehmungen mit
einer Vergussmasse, und ein Vereinzeln des hierdurch gebilde-
ten Verbunds in die Leuchtdioden. Nachfolgend werden die
Leuchtdioden durch Durchfiihren einer Oberflachenmontage (SMT,
Surface Mounting Technology) auf einem Trager angeordnet. Die
zwelstufige Vorgehensweise, gehauste Leuchtdioden separat zu
fertigen und anschlieRend auf einem Trager anzuordnen, ist

sowohl zeit- als auch kostenaufwandig.
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Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein

verbessertes Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung, ins-
besondere einer optoelektronischen Vorrichtung zur Abgabe von
Lichtstrahlung, sowie eine entsprechende Vorrichtung, anzuge-

ben.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhangigen Pa-
tentanspriiche geldst. Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen

der Erfindung sind in den abhédngigen Anspriichen angegeben.

Gemal einem Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zum Her-
stellen einer Vorrichtung vorgeschlagen. Das Verfahren um-
fasst ein Bereitstellen eines streifenfdrmigen Leiterrahmens.
Der Leiterrahmen weist in einer Reihe nebeneinander angeord-
nete Leiterrahmenabschnitte und die Leiterrahmenabschnitte
verbindende Verbindungsstrukturen auf, welche jeweils zweil
benachbarte Leiterrahmenabschnitte verbinden. Das Verfahren
umfasst des Weiteren ein Ausbilden von Formkorpern auf dem
Leiterrahmen, welche jeweils zwei benachbarte Leiterrahmenab-
schnitte mechanisch verbinden. Weiter vorgesehen sind ein An-
ordnen von Halbleiterchips auf dem Leiterrahmen, und ein Un-
terbrechen der lber die Verbindungsstrukturen verwirklichten

Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte.

Anstatt gehauste Rauelemente bzw. Packages auf einem Trager
anzuordnen, erfolgt bei dem Verfahren ein Anordnen von Halb-
leiterchips, also ungehdusten Bauelementen, auf dem streifen-
formigen Leiterrahmen. Dadurch ist es moglich, die Vorrich-
tung auf kostengiinstige Weise und mit einem geringen Aufwand
herzustellen. Eine Oberfldchen- bzw. SMT-Montage kann hierbei
entfallen. Der streifenfdrmige Leiterrahmen kann als Trager

der Vorrichtung dienen.

Bei dem bereitgestellten Leiterrahmen sind samtliche Leiter-
rahmenabschnitte, welche in einer Erstreckungs- bzw. Langs-
richtung des Leiterrahmens nebeneinander positioniert sind,
lediglich tUber die Verbindungsstrukturen mechanisch miteinan-

der verbunden. Jede Verbindungsstruktur verbindet zwei be-
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nachbarte Leiterrahmenabschnitte. Die mechanische Verbindung
ermdglicht eine einfache und zuverlassige Handhabung des Lei-
terrahmens in dem Herstellungsverfahren. Aufgrund der Verbin-
dungsstrukturen wird ein Auseinanderfallen des Leiterrahmens

vermieden.

Uber die Verbindungsstrukturen sind die Leiterrahmenabschnit-
te nicht nur mechanisch, sondern auch elektrisch direkt mit-
einander verbunden und dadurch kurzgeschlossen. In dem Ver-
fahren ist daher vorgesehen, die Uber die Verbindungsstruktu-
ren verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte zu
trennen. Hierdurch werden die elektrischen Kurzschlussverbin-
dungen der Leiterrahmenabschnitte unterbrochen. Dadurch ist
es moglich, die gemal dem Verfahren gefertigte Vorrichtung
elektrisch zu betreiben bzw. der Vorrichtung elektrische

Energie zum Betreiben der Halbleiterchips zuzufiithren.

Im Folgenden werden weitere moégliche Details und Ausfihrungs-
formen des Verfahrens sowie der mit Hilfe des Verfahrens ge-

fertigten Vorrichtung naher beschrieben.

Die mit Hilfe des Verfahrens hergestellte Vorrichtung kann
weiterhin die in einer Reihe nebeneinander angeordneten Lei-
terrahmenabschnitte und damit, wie der Leiterrahmen, eine
streifenfdrmige Geometrie aufweisen. Des Weiteren kann es
sich bei der Vorrichtung um eine optoelektronische Vorrich-
tung zur Abgabe von Lichtstrahlung handeln. In dieser Ausfih-
rungsform werden strahlungsemittierende Halbleiterchips auf
dem Leiterrahmen angeordnet. Bei den strahlungsemittierenden
Halbleiterchips kann es sich um Leuchtdiodenchips (LED, Light
Emitting Diode) handeln. Auf diese Weise kann die mit Hilfe
des Verfahrens gefertigte Vorrichtung eine lineare Leuchtvor-

richtung bzw. ein LED-Streifen sein.

Der bei dem Verfahren verwendete Leiterrahmen ist elektrisch
leitfahig bzw. metallisch ausgebildet. Das Bereitstellen des
Leiterrahmens kann ein Bereitstellen einer metallischen Aus-

gangsschicht und ein Strukturieren der metallischen Ausgangs-
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schicht in den Leiterrahmen mit den Leiterahmenabschnitten
und den Verbindungsstrukturen umfassen. Das Strukturieren
kann durch Atzen erfolgen. Méglich ist auch ein mechanisches
Strukturieren, zum Beispiel mittels Stanzen und/oder Pragen.
Nach dem Strukturieren kann ferner ein Beschichten des Lei-
terrahmens mit einer metallischen Beschichtung durchgefiihrt
werden, zum Beispiel durch Elektroplattieren. Aufgrund der
Beschichtung kann der Leiterrahmen fiir ein Ldten und An-
schlielen von Bonddradhten geeignet sein. Ein Ausbilden der
Beschichtung kann zum Beispiel in Retracht kommen, wenn eine

metallische Ausgangsschicht aus Kupfer verwendet wird.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst das
Unterbrechen der iber die Verbindungsstrukturen verwirklich-
ten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte ein Entfernen der
Verbindungsstrukturen. Auf diese Weise kodnnen die Kurz-
schlussverbindungen der Leiterrahmenabschnitte mit einer ho-
hen Zuverlassigkeit getrennt werden. Das Entfernen der Ver-
bindungsstrukturen kann auf mechanische Weise, zum Beispiel

durch Stanzen, erfolgen.

Das Unterbrechen der lber die Verbindungsstrukturen verwirk-
lichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte kann nach ei-
nem Ausbilden einer weiteren mechanischen Verbindung der Lei-
terrahmenabschnitte, also einer zu den Verbindungsstrukturen
zusdtzlichen mechanischen Verbindung samtlicher Leiterrahmen-
abschnitte, durchgefiihrt werden. Sobald ein solcher Zustand
vorliegt, sind die Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte
iber die Verbindungsstrukturen entbehrlich. Zu diesem Zweck
kénnen die auf dem Leiterrahmen bzw. jeweils auf zwei benach-
barten Leiterrahmenabschnitten angeordneten Formkdrper, lber
welche jeweils benachbarte Leiterrahmenabschnitte und somit
samtliche Leiterrahmenabschnitte mechanisch verbunden sind,

zum Einsatz kommen.

In diesem Sinne ist gemal einer weiteren Ausfihrungsform vor-
gesehen, das Unterbrechen der lber die Verbindungsstrukturen

verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte nach
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dem Ausbilden der Formkdrper durchzufihren. Hierbei kdnnen
die Formkorper als mechanische Verbindungselemente genutzt
werden, um den Leiterrahmen mechanisch zu stabilisieren und

die Leiterrahmenabschnitte zusammenzuhalten.

Das Ausbilden der Formkorper auf dem Leiterrahmen kann zum
Beispiel mit Hilfe eines Umformprozesses (Moldprozesses)
durchgefithrt werden. Denkbar ist zum Beispiel Spritzpressen
(Transfer Molding), Spritzgielen (Injection Molding) oder
Formpressen (Compression Molding). Hierbei kann eine
elektrisch isolierende Formmasse (Moldmasse) zum Einsatz kom-

men.

In BRezug auf die Formkdrper ist es ferner moéglich, dass der
Leiterrahmen mit Strukturen zum Erméglichen einer Verankerung
bzw. Verzahnung der Formkorper ausgebildet wird. Moglich ist
zum Beispiel eine Ausgestaltung des Leiterrahmens mit Ausspa-
rungen und stufenfdérmigen Seitenflanken von Leiterrahmenab-
schnitten. Auf diese Weise konnen eine zuverlassige Befesti-
gung der Formkdérper an dem Leiterrahmen und damit zuverlassi-
ge mechanische Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte er-

zielt werden.

Die bei dem Verfahren ausgebildeten Formkorper konnen als Ge-
hausekdrper flir die Halbleiterchips dienen. In diesem Sinne
ist gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform vorgesehen, dass die
Formkdérper mit Ausnehmungen bzw. Kavitaten zum Aufnehmen der
Halbleiterchips ausgebildet werden. Auf diese Weise kdnnen
die Halbleiterchips gegeniiber aduBeren Einfliissen geschiitzt
werden. Im Bereich der Ausnehmungen kann der Leiterrahmen

vorderseitig freiliegen.

Jeder Formkorper kann mit jeweils einer einzelnen Ausnehmung
ausgebildet werden. Des Weiteren kdnnen die Halbleiterchips
nach dem Ausbilden der Formkdrper in den Ausnehmungen der

Formk&érper auf dem Leiterrahmen angeordnet werden.
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Die Formkdrper kénnen in Montagebereichen auf dem Leiterrah-
men ausgebildet werden, in welchen auch die Halbleiterchips
auf dem Leiterrahmen platziert werden konnen. Die Montagebe-
reiche konnen im Bereich der Mitte des streifenfdrmigen Lei-
terrahmens und entlang einer Erstreckungs- bzw. Langsrichtung

des Leiterrahmens beanstandet zueinander vorgesehen sein.

Bei Verwendung von strahlungsemittierenden Halbleiterchips
kénnen die Ausnehmungen bzw. die Seitenwande der Ausnehmungen
der Formkérper als Reflektoren dienen. Hierbei kdnnen die
Seitenwdnde im Querschnitt schrag zu dem Leiterrahmen verlau-

fend ausgebildet werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens werden die
Ausnehmungen der Formkérper mit einer Vergussmasse verfiallt.
Hierdurch kénnen die in den Ausnehmungen aufgenommenen Halb-
leiterchips verkapselt, und dadurch zuverldssig gegenliber au-

Beren Einfliissen geschiitzt werden.

Bei Verwendung von strahlungsemittierenden Halbleiterchips
kann eine leuchtstoffgefillte Vergussmasse zum Einsatz kom-
men. Auf diese Weise kann eine Konversion einer von den Halb-
leiterchips erzeugten (primédren) Strahlung hervorgerufen wer-

den.

Jeder Formkorper bewirkt eine mechanische Verbindung zwischen
zwel benachbarten Leiterrahmenabschnitten. Bei dem bereitge-
stellten Leiterrahmen kann zwischen benachbarten Leiterrah-
menabschnitten jeweils ein Trennbereich bzw. eine Aussparung
vorliegen, zum Beispiel wie weiter unten angegeben eine stu-
fenformig verlaufende Aussparung. Hierbei kann es in Betracht
kommen, die Formkdrper derart auszubilden, dass die Formkdr-
per auch in solchen Aussparungen zwischen benachbarten Lei-
terrahmenabschnitten angeordnet sind und diese an diesen
Stellen verschlielen. Auf diese Weise konnen die Ausnehmungen
der Formkorper bodenseitig verschlossen werden, wodurch ein

riickseitiges Auslaufen der Vergussmasse beim Einbringen der
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Vergussmasse in die Ausnehmungen der Formkérper verhindert

werden kann.

Im Rahmen des Anordnens der Halbleiterchips auf dem Leiter-
rahmen bzw. nach dem Anordnen der Halbleiterchips auf dem
Leiterrahmen kénnen ferner elektrische Verbindungen zwischen
dem Leiterrahmen und Halbleiterchips hergestellt werden. Dies
kann vor oder auch nach dem Unterbrechen der iUber die Verbin-
dungsstrukturen verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmen-
abschnitte durchgefiithrt werden. Hierbei kénnen Prozesse wie
zum Beispiel Drahtbonden und/oder Loten zum Einsatz kommen.
Es ist auch mdéglich, Halbleiterchips in direkter Weise unter-
einander elektrisch zu verbinden. In diesem Zusammenhang ko&n-

nen ferner folgende Ausgestaltungen in Betracht kommen.

Die Halbleiterchips kénnen zum Reispiel zwei Vorderseitenkon-
takte aufweisen. Auf diese Weise ist es moglich, elektrische
Verbindungen zwischen Halbleiterchips und dem Leiterrahmen,
und auch von Halbleiterchips untereinander, mit Hilfe von

Bonddrahten herzustellen.

In einer weiteren Ausfihrungsform werden elektrische Verbin-
dungen zwischen dem Leiterrahmen und Halbleiterchips herge-
stellt, so dass in einem Zustand, in welchem die Verbindungen
der Leiterrahmenabschnitte iber die Verbindungsstrukturen un-
terbrochen sind, die Halbleiterchips oder Gruppen aus Halb-
leiterchips elektrisch in Reihe verbunden sind. In dieser
Ausfihrungsform bilden die Leiterrahmenabschnitte nach dem
Unterbrechen der Kurzschlussverbindungen einen Teil der

elektrischen Reihenverbindung.

Die Halbleiterchips kénnen zum Beispiel derart auf dem Lei-
terrahmen angeordnet werden, dass jeder Halbleiterchip auf
einem eigenen Leiterrahmenabschnitt bzw. pro Montagebereich
jeweils ein Halbleiterchip vorgesehen wird. Hierbei kann ein
Halbleiterchip jeweils an zweil Leiterrahmenabschnitte
elektrisch angeschlossen werden, d.h. an den Leiterrahmenab-

schnitt, auf welchem sich der Halbleiterchip befindet, und an
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einen benachbarten Leiterrahmenabschnitt. In diesem Sinne
kénnen die zwei Leiterrahmenabschnitte als Kathode und Anode
des betreffenden Halbleiterchips dienen. Hierbei kann ferner
vorgesehen sein, dass jeder der Halbleiterchips in einer ei-
genen Ausnehmung eines entsprechenden Formkdrpers aufgenommen

ist.

Mbglich ist es auch, die Halbleiterchips derart auf dem Lei-
terrahmen anzuordnen, dass jeweils eine Gruppe aus mehreren
Halbleiterchips, zum Beispiel zwei Halbleiterchips, auf einem
eigenen Leiterrahmenabschnitt bzw. pro Montagebereich jeweils
eine Gruppe aus mehreren Halbleiterchips vorgesehen wird.
Hierbei konnen die Halbleiterchips einer Gruppe jeweils un-
tereinander elektrisch, zum Beispiel in Reihe, verbunden wer-
den. Des Weiteren kann eine Gruppe jeweils an zwei Leiterrah-
menabschnitte elektrisch angeschlossen werden, d.h. an den
Leiterrahmenabschnitt, auf welchem sich die Gruppe befindet,
und an einen benachbarten Leiterrahmenabschnitt. Auf diese
Weise kénnen die zwei Leiterrahmenabschnitte als Kathode und
Anode der betreffenden Gruppe dienen. Hierbei kann ferner
vorgesehen sein, dass jede der Halbleiterchip-Gruppen in ei-
ner Ausnehmung eines entsprechenden Formkorpers aufgenommen

ist.

In Bezug auf die vorgenannten oder auch andere Ausgestaltun-
gen koénnen die Leiterrahmenabschnitte des streifenfdrmigen
Leiterrahmens als Kathode und Anode bzw. Kathodenfldche und
Anodenflache fiir Halbleiterchips oder Gruppen aus Halbleiter-
chips dienen. Sofern die Verbindungsstrukturen des Leiterrah-
mens intakt und nicht unterbrochen sind, sind samtliche Ka-
thoden- und Anodenflidchen elektrisch kurzgeschlossen. Durch
das Unterbrechen der ilber die Verbindungsstrukturen verwirk-
lichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte werden derar-

tige Kurzschlussverbindungen aufgehoben.

Es ist méglich, weitere elektrische bzw. elektronische Bau-
teile, zum Beigpiel Schutzdioden, auf dem Leiterrahmen anzu-

ordnen. Derartige Bauteile konnen jeweils einem Halbleiter-
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chip oder einer Halbleiterchip-Gruppe zugeordnet sein. Auch
kénnen derartige Rauteile zum Beispiel elektrisch parallel
mit den betreffenden Halbleiterchips oder Halbleiterchip-
Gruppen verschaltet, und in den Ausnehmungen der dazugehori-

gen Formkorper aufgenommen werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens sind die
Verbindungsstrukturen des bereitgestellten Leiterrahmens zwi-
schen benachbarten Leiterrahmenabschnitten und an entgegen
gesetzten Langsseiten des Leiterrahmens angeordnet. Auf diese
Weise ist ein einfaches Unterbrechen der liber die Verbin-
dungsstrukturen verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmen-

abschnitte moglich.

Die Verbindungsstrukturen koénnen stegfdérmig bzw. in Form wvon

Verbindungsstegen verwirklicht sein.

In einer weiteren Ausfithrungsform sind an den Langsseiten des
Leiterrahmens zwischen benachbarten Leiterrahmenabschnitten
jeweils mehrere Verbindungsstrukturen angeordnet. Die Verbin-
dungsstrukturen kénnen hierbei relativ klein bzw. mit einer
kleinen Breite verwirklicht sein. Auf diese Weise kann ein
einfaches Unterbrechen der iUber die Verbindungsstrukturen
verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte be-
ginstigt werden. Die Verwendung von jeweils mehreren Verbin-
dungsstrukturen am Rand des Leiterrahmens zwischen benachbar-
ten Leiterrahmenabschnitten ermdglicht eine hohe mechanische

Stabilitat des Leiterrahmens.

In einer weiteren Ausfithrungsform befinden sich die an entge-
gen gesetzten Langsseiten angeordneten Verbindungsstrukturen
bezogen auf eine Langsrichtung des Leiterrahmens an iiberein-
stimmenden Positionen bzw. Positionen mit Ubereinstimmender

Hohe. Hierdurch kann ein einfaches Durchtrennen der idber die
Verbindungsstrukturen verwirklichten Verbindungen der Leiter-

rahmenabschnitte weiter begiinstigt werden.
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In einer weiteren Ausfiihrungsform liegt bei dem bereitge-
stellten Leiterrahmen zwischen benachbarten Leiterrahmenab-
schnitten jeweils eine in der Aufsicht stufenfdérmig verlau-
fende Aussparung vor. Auf diese Weise kdnnen nebeneinander
angeordnete Leiterrahmenabschnitte des Leiterrahmens eine
sich im Wesentlichen diagonal zur Langsrichtung des Leiter-
rahmens erstreckende Stufenform aufweisen. Dies kann, abgese-
hen von Leiterrahmenabschnitten an den Enden des streifenfdr-
migen Leiterrahmens, auf samtliche der Leiterrahmenabschnitte
zutreffen. Die endseitigen Leiterrahmenabschnitte kdnnen im

Wesentlichen dreieckfdrmig sein.

Der bereitgestellte Leiterrahmen kann ferner derart ausgebil-
det sein, dass im Bereich der Enden der stufenfdormigen Aus-
sparungen sich die an entgegen gesetzten Langsseiten des Lei-

terrahmens angeordneten Verbindungsstrukturen anschlieRen.

Des Weiteren kdénnen die oben erwahnten Montagebereiche fir
die Formkérper und Halbleiterchips im Bereich der stufenfor-
migen Aussparungen und damit am Ubergang zwischen benachbar-
ten, durch die stufenfdrmigen Aussparungen getrennten Leiter-
rahmenabschnitten vorgesehen sein. An diesen Stellen kdnnen
die stufenfdormigen Aussparungen entlang einer Langsrichtung

des Leiterrahmens verlaufen.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist bei dem bereitgestell-
ten Leiterrahmen ein zwischen zwei Leiterrahmenabschnitten
angeordneter Leiterrahmenabschnitt an einer Langsseite des
Leiterrahmens lber wenigstens eine Verbindungsstruktur mit
einem der zweil Leiterrahmenabschnitte und an einer hierzu
entgegen gesetzten Langsseite und bezogen auf eine Langsrich-
tung des Leiterrahmens an einer libereinstimmenden Position
iber wenigstens eine Verbindungsstruktur mit dem anderen der
zwel Leiterrahmenabschnitte verbunden. Diese Struktur kann,
abgesehen von Leiterrahmenabschnitten an den Enden des strei-
fenformigen Leiterrahmens, auf sdmtliche der Leiterrahmenab-

schnitte zutreffen.
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Es ist moglich, die Lange der mit Hilfe des Verfahrens gefer-
tigten streifenfdérmigen Vorrichtung nachtraglich in flexibler
Weise zu verkiirzen bzw. die Vorrichtung in flexibler Weise in
mehrere kiirzere Vorrichtungen zu zerteilen. Hierzu wird die
Vorrichtung bzw. wird der Leiterrahmen an einer oder mehreren
Stellen durchtrennt, so dass klirzere Teile der Vorrichtung
vorliegen, welche eine geringere Anzahl an Halbleiterchips
(oder auch nur einen Halbleiterchip) aufweisen kdnnen. Diese
Vorgehensweise kann zum Beispiel in Bezug auf eine Ausgestal-
tung der Vorrichtung in Form einer linearen Leuchtvorrichtung
mit strahlungsemittierenden Halbleiterchips in Betracht kom-
men. Bei einer verkiirzten Vorrichtung koénnen die Halbleiter-
chips oder Gruppen aus Halbleiterchips, wie bei der zuvor un-
zerteilt vorliegenden Vorrichtung, elektrisch in Reihe ver-

bunden sein.

Das flexible Zerteilen kann durch oben genannte Ausfiihrungs-
formen wie die an entgegen gesetzten Langsseiten und bezogen
auf die Langsrichtung an Ubereinstimmenden Positionen ange-
ordneten Verbindungsstrukturen, die stufenfdrmigen Aussparun-
gen bzw. die Stufenform der Leiterrahmenabschnitte, usw. be-
ginstigt werden. Hierbei kann ein Durchtrennen der Vorrich-
tung entlang einer oder mehrerer Trennlinien erfolgen. Die
Trennlinien kodnnen senkrecht zu einer Langsrichtung des Lei-
terrahmens bzw. der Leuchtvorrichtung verlaufen. Auch kénnen
die Trennlinien in Bereichen vorgesehen sein, in welchen zu-
vor Leiterrahmenabschnitte des Leiterrahmens iber Verbin-
dungsstrukturen verbunden waren. In diesen Bereichen ist da-
her kein Trennen mehr erforderlich. Beim Durchtrennen kann
ein Leiterrahmenabschnitt entlang einer Trennlinie durch-

trennt bzw. halbiert werden.

Fir das Herstellungsverfahren kénnen dariber hinaus weitere
Details und Ausgestaltungen in Betracht kommen. Es ist zum
Beispiel moglich, den Leiterrahmen mit Aussparungen bereitzu-
stellen, welche linienfdrmig angeordnet bzw. in Form von ge-

strichelten Linien ausgebildet sind. Auf diese Weise lassen



10

15

20

25

30

35

WO 2016/016302 12 PCT/EP2015/067376

sich zum Beispiel funktionale Bereiche der Leiterrahmenab-

schnitte festlegen und kennzeichnen.

Ein mogliches BReispiel fir funktionale Bereiche, welche mit
solchen Aussparungen gekennzeichnet werden kénnen, sind die
oben erwahnten Montagebereiche fir Formkdrper und Halbleiter-
chips. In einem Montagebereich koénnen ein oder mehrere Halb-
leiterchips auf dem Leiterrahmen angeordnet werden. In diesem
Zusammenhang ist es ferner mdglich, Montagebereiche kenn-
zeichnende Aussparungen zur Verankerung der Formkérper zu
verwenden, und die Formkdrper bzw. Material der Formkdrper in

derartige Aussparungen einzubringen.

Weitere Beispiele moglicher funktionaler Bereiche, welche mit
Hilfe von Aussparungen hervorgehoben werden kénnen, sind zum
Kontaktieren des Leiterrahmens fir Testzwecke vorgesehene Be-
reiche sowie Bereiche zum Anordnen eines Anschlusselements.

Ein solches Anschlusselement kann zum Beispiel dazu ausgebil-
det sein, einen Leiterrahmenabschnitt mit einer elektrischen

Leitung bzw. einem Kabel zu verbinden.

Es kann des Weiteren in Betracht kommen, zusdtzlich zu Form-
kérpern mit Ausnehmungen zum Aufnehmen von Halbleiterchips
weitere Formkdrper auf dem Leiterrahmen auszubilden. Derarti-
ge Formkdrper, welche als zusdtzliche mechanische Verbin-
dungselemente dienen konnen, koénnen ohne Ausnehmungen ausge-
bildet und auBerhalb von Montagebereichen fir Halbleiterchips

auf benachbarten Leiterrahmenabschnitten angeordnet werden.

Es ist ferner mdglich, den Leiterrahmen vorderseitig mit ei-
ner isolierenden bzw. dielektrischen Schicht zu versehen.
Dies kann nach dem Bereitstellen des Leiterrahmens und vor
weiteren Schritten, zum Beispiel dem Ausbilden der Formkdr-
per, durchgefihrt werden. Hierbei kdénnen funktionale Bereiche
der Leiterrahmenabschnitte, wie die vorstehend beschriebenen
Bereiche, freigelassen werden. Bereiche, in welchen sich die
Verbindungsstrukturen des Leiterrahmens befinden, konnen

ebenfalls freigehalten werden. Auch iiber die isolierende
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Schicht kann eine weitere mechanische Verbindung samtlicher
Leiterrahmenabschnitte, also einer zu den Verbindungsstruktu-
ren des Leiterrahmens zusatzlichen mechanischen Verbindung,
zur Verfliigung gestellt werden. In dieser Ausgestaltung kann
es daher in Betracht kommen, das Unterbrechen der Verbindun-
gen der Leiterrahmenabschnitte lber die Verbindungsstrukturen

nach dem Ausbilden der isolierenden Schicht durchzufihren.

Darliber hinaus ist es denkbar, anstelle von strahlungsemit-
tierenden Halbleiterchips andere Halbleiterchips auf dem Lei-
terrahmen anzuordnen. Hierunter fallen zum Beispiel strah-
lungsempfangende Halbleiterchips oder auch Leistungshalblei-

ter.

Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Vorrich-
tung vorgeschlagen. Die Vorrichtung ist gemal dem vorstehend
beschriebenen Verfahren bzw. gemdB einer oder mehrerer der
vorstehend beschriebenen Ausfihrungsformen des Verfahrens
hergestellt. Die Vorrichtung weist einen streifenfdrmigen
Leiterrahmen mit in einer Reihe nebeneinander angeordneten
Leiterrahmenabschnitten auf. Die Vorrichtung weist des Weite-
ren auf dem Leiterrahmen angeordnete Formkdrper auf, welche
jeweils zweil benachbarte Leiterrahmenabschnitte mechanisch
verbinden. Die Vorrichtung weist ferner auf dem Leiterrahmen

angeordnete Halbleiterchips auf.

Bei der Vorrichtung konnen die Formkdrper flir einen mechani-
schen Zusammenhalt samtlicher Leiterrahmenabschnitte sorgen.
Eine Verbindung der Leiterrahmenabschnitte liber Material des
Leiterrahmens liegt, aufgrund des Durchtrennens der Kurz-
schlussverbindungen, hierbei nicht (mehr) vor. Dariber hinaus
kénnen weitere der oben in Bezug auf das Verfahren genannten
Ausgestaltungen, Merkmale und Details in entsprechender Weise

bei der Vorrichtung zur Anwendung kommen.

Beispielsweise kann die Vorrichtung eine lineare Leuchtvor-
richtung mit strahlungsemittierenden Halbleiterchips bzw.

Leuchtdiodenchips sein. Des Weiteren kdnnen die Formkdrper
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Ausnehmungen aufweisen, in welchen die Halbleiterchips ange-
ordnet sind. Die Ausnehmungen kénnen mit einem Vergussmateri-
al verfiillt sein. Die Halbleiterchips oder Gruppen aus Halb-
leiterchips konnen elektrisch in Reihe verbunden sein, wobei
die Leiterrahmenabschnitte einen Teil der Reihenverbindung
bilden. Zwischen den Leiterrahmenabschnitten kdnnen stufen-

formig verlaufende Aussparungen vorliegen.

Die vorstehend erlauterten und/oder in den Unteranspriichen
wiedergegebenen vorteilhaften Aus- und Weiterbildungen der
Erfindung konnen - aulBer zum Beigspiel in Fallen eindeutiger
Abhdngigkeiten oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder
aber auch in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung

kommen.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung, sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich in Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung von Ausfihrungsbei-
spielen, die im Zusammenhang mit den schematischen Zeichnun-

gen nadher erliutert werden. Es zeigen:

Figur 1 eine Aufsichtsdarstellung eines streifenfdrmigen Lei-
terrahmens fiir eine lineare Leuchtvorrichtung, welcher in ei-
ner Reihe nebeneinander angeordnete Leiterrahmenabschnitte
und Verbindungsstrukturen im Bereich von entgegen gesetzten
Langsseiten des Leiterrahmens aufweist, liber welche benach-

barte Leiterrahmenabschnitte verbunden sind;

Figur 2 eine Aufsichtsdarstellung der linearen Leuchtvorrich-
tung, bei welcher die Verbindungsstrukturen des Leiterrahmens
entfernt und die Leiterrahmenabschnitte liber Formkérper me-

chanisch verbunden sind;

Figur 3 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts des Lei-

terrahmens;
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Figur 4 eine weitere Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts

des Leiterrahmens;

Figur 5 eine Figur 4 entsprechende stark vereinfachte Auf-
sichtsdarstellung, in welcher die Verbindung der Leiterrah-
menabschnitte iber die Verbindungsstrukturen veranschaulicht

ist;

Figur 6 eine Aufsichtsdarstellung des Leiterahmens im Bereich

der Enden des Leiterrahmens;

Figur 7 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts des Lei-
terrahmens, wobei Formkdrper mit Ausnehmungen in Montagebe-
reichen auf dem Leiterrahmen ausgebildet sind, welche benach-

barte Leiterrahmenabschnitte mechanisch verbinden;

Figuren 8, 9 vergroRerte Aufsichtsdarstellungen des Leiter-
rahmens in einem Montagebereich vor und nach dem Ausbilden

eines Formkorpers;

Figuren 10, 11 unterschiedliche Schnittdarstellungen des Lei-

terrahmens mit einem Formkorper;

Figur 12 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts des Lei-
terrahmens, wobei Halbleiterchips auf dem Leiterrahmen in den
Ausnehmungen der Formkérper angeordnet sind und Bonddrahtver-

bindungen hergestellt sind;

Figur 13 eine vergrdlRerte Aufsichtsdarstellung des Leiterrah-
mens in einem Montagebereich zur Veranschaulichung von in ei-
ner Ausnehmung eines Formkorpers aufgenommenen Halbleiter-

chips;

Figur 14 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts des Lei-
terrahmens, wobei Ausnehmungen der Formkdrper mit einer Ver-

gussmasse verfullt sind;
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Figuren 15 und 16 unterschiedliche Schnittdarstellungen des
Leiterrahmens mit einem Formkdrper, dessen Ausnehmung mit der

Vergussmasse verfullt ist;

Figur 17 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts der
Leuchtvorrichtung, wobei die Verbindungsstrukturen des Lei-
terrahmens entfernt und die Leiterrahmenabschnitte lber die

Formk&érper mechanisch verbunden sind;

Figur 18 eine Figur 17 entsprechende stark vereinfachte Auf-
sichtsdarstellung, in welcher die mechanische Verbindung der
Leiterrahmenabschnitte tber die Formkdérper veranschaulicht

ist;

Figur 19 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts der
Leuchtvorrichtung, in welcher ein im Betrieb der Leuchtvor-
richtung auftretender elektrischer Stromfluss schematisch an-

gedeutet ist;

Figur 20 eine Figur 19 entsprechende stark vereinfachte Auf-

sichtsdarstellung; und

Figur 21 eine Aufsichtsdarstellung eines Ausschnitts der
Leuchtvorrichtung, in welcher mdégliche Trennlinien zum Durch-

trennen der Leuchtvorrichtung angedeutet sind.

Auf der Grundlage der folgenden schematischen Figuren werden
mogliche Ausgestaltungen eines Verfahrens zum Herstellen ei-
ner linearen, in Form eines Einzelstrangs vorliegenden
Leuchtvorrichtung 100 beschrieben. Die zur Erzeugung von
Lichtstrahlung ausgebildete Leuchtvorrichtung 100 weist einen
solchen Aufbau auf, dass eine flexible Verkiirzung der Vor-
richtung 100 bzw. ein flexibles Zerteilen der Vorrichtung 100

in mehrere kiirzere Teilstiicke mdglich ist.

Bei der Herstellung der Vorrichtung 100 wird ein streifenfdr-
miger Leiterrahmen 110 bereitgestellt, auf welchem strah-

lungsemittierende Halbleiterchips 170 angeordnet und dazuge-
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horige Gehause bzw. Packages ausgebildet werden. Der Leiter-
rahmen 110 dient somit selbst als Trager der Leuchtvorrich-
tung 100. Dieser Ansatz macht es mdglich, die Fertigung der
Leuchtvorrichtung 100 mit einem geringen Aufwand und mit ge-

ringen Kosten durchzufihren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Figuren lediglich sche-
matischer Natur sind und nicht maBstabsgetreu sind. In diesem
Sinne kénnen in den Figuren gezeigte Komponenten und Struktu-
ren zum besseren Verstandnis ibertrieben grol oder verklei-
nert dargestellt sein. In gleicher Weise ist es moglich, dass
die Vorrichtung 100 zusdtzlich zu gezeigten und beschriebenen
Komponenten und Strukturen weitere Komponenten und Strukturen
aufweisen kann bzw. mit weiteren Komponenten und Strukturen

hergestellt werden kann.

Figur 1 zeigt eine Aufsichtsdarstellung eines zur Herstellung
einer linearen Leuchtvorrichtung 100 bereitgestellten metal-
lischen Leiterrahmens 110. Der Leiterrahmen 110 ist streifen-
formig und weist eine Vielzahl von in einer Reihe nebeneinan-
der angeordneten Leiterrahmenabschnitten 120 und die Leiter-
rahmenabschnitte 120 verbindende Verbindungsstrukturen 150
auf. Eine Langsrichtung 200 des Leiterrahmens 110, entlang
welcher die Leiterrahmenabschnitte 120 nebeneinander angeord-
net sind, ist in Figur 1 anhand eines Doppelpfeils angedeu-
tet.

Die Verbindungsstrukturen 150 des Leiterrahmens 110 verbinden
jeweils zweil benachbarte Leiterrahmenabschnitte 120, so dass
samtliche Leiterrahmenabschnitte 120 miteinander verbunden
sind. Die Verbindungsstrukturen 150 befinden sich in Verbin-
dungsbereichen 115, welche am Rand des Leiterrahmens 110 bzw.
im Bereich von entgegen gesetzten und sich in der Langsrich-
tung 200 erstreckenden Langsseiten 111, 112 des Leiterrahmens
110 vorgesehen sind. In jedem Verbindungsbereich 115 weist
der Leiterrahmen 110 drei Verbindungsstrukturen 150 auf, wie
auch in den Ausschnittsdarstellungen der Figuren 3, 4 gezeigt

ist. Die Verbindungsstrukturen 150, welche sich jeweils zwi-
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schen zwei benachbarten Leiterrahmenabschnitten 120 befinden
und diese verbinden, sind stegfdormig ausgebildet und weisen
eine kleine Breite auf. Im Folgenden werden die Verbindungs-
strukturen 150 als Verbindungsstege 150 bezeichnet. Die an
den entgegen gesetzten Langsseiten 111, 112 vorliegenden Ver-
bindungsbereiche 115 sowie die dazugehdrigen Verbindungsstege
150 befinden sich, bezogen auf die Langsrichtung 200 des Lei-
terrahmens 110, jeweils an Ubereinstimmenden Positionen bzw.

Positionen mit ibereinstimmender Hohe (vgl. Figuren 1, 4).

Das Bereitstellen des metallischen Leiterrahmens 110 mit den
Leiterrahmenabschnitten 120 und den Verbindungsstegen 150
kann ein Bereitstellen einer metallischen Ausgangsschicht,
zum Beispiel aus Kupfer, und ein Strukturieren derselben in
den Leiterrahmen 110 umfassen. Das Strukturieren der Aus-
gangsschicht kann zum Beispiel durch Atzen erfolgen. Nach dem
Strukturieren kann ferner ein Beschichten des Leiterrahmens

110 mit einer metallischen Beschichtung durchgefiihrt werden.

Bei dem bereitgestellten Leiterrahmen 110 sind die Leiterrah-
menabschnitte 120 im Bereich der Langsseiten 111, 112 iber
die zwischen den Leiterrahmenabschnitten 120 angeordneten
Verbindungsstege 150 mechanisch verbunden. Die Verbindungs-
stege 150 sorgen flr eine ausreichende mechanische Stabilitat
des Leiterrahmens 110, so dass eine einfache und zuverlédssige
Handhabung des Leiterrahmens 110 bei der Herstellung der
Leuchtvorrichtung 100 moéglich ist. Aufgrund der mechanischen
Verbindung wird ein Auseinanderfallen des Leiterrahmens 110

vermieden.

Durch die Verbindungsstege 150 sind die Leiterrahmenabschnit-
te 120, welche bei der Leuchtvorrichtung 100 als Kathoden und
Anoden fir Halbleiterchips 170 dienen, nicht nur mechanisch,
sondern auch elektrisch in direkter Weise miteinander verbun-
den und dadurch kurzgeschlossen. Im Laufe des Verfahrens ist
daher vorgesehen, die iUber die Verbindungsstege 150 verwirk-
lichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte 120 und damit

die Kurzschlussverbindungen zu trennen. Hierzu werden die
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Verbindungsstege 150 entfernt, wie in der Ausschnittsdarstel-
lung von Figur 17 und in der Aufsichtsdarstellung der gemal
dem Verfahren gefertigten Leuchtvorrichtung von Figur 2 ge-
zeigt ist. Nach dem Unterbrechen der Kurzschlussverbindungen
kann die Leuchtvorrichtung 100 zur Abgabe wvon Lichtstrahlung

elektrisch betrieben werden.

Im Rahmen der Herstellung der Leuchtvorrichtung 100 werden
neben dem Unterbrechen der Kurzschlussverbindungen weitere
Schritte durchgefiithrt. Hierunter fallen ein Ausbilden von
Formkérpern 160 und ein Anordnen von strahlungsemittierenden
Halbleiterchips 170 auf dem Leiterrahmen 110. Derartige Kom-
ponenten 160, 170 werden in Montagebereichen 140 auf dem Lei-
terrahmen 110 angeordnet, welche im Bereich der Mitte des
streifenfdrmigen Leiterrahmens 110 und entlang der Langsrich-
tung 200 des Leiterrahmens 110 beabstandet zueinander vorge-

sehen sind (vgl. die Figuren 1, 2 und 12).

Die Formkorper 160 dienen als GehausekoOrper fiir die Halb-
leiterchips 170 und bewirken jeweils eine mechanische Verbin-
dung zweier benachbarter Leiterrahmenabschnitte 120. Auf die-
se Weise konnen die Formkdrper 160 als mechanische Verbin-
dungselemente genutzt werden, welche wie die Verbindungs-
strukturen 150 des Leiterrahmens 110 fiir einen mechanischen
Zusammenhalt samtlicher Leiterrahmenabschnitte 120 des Lei-
terrahmens 110 sorgen kénnen. Nach dem Ausbilden der Formkor-
per 160 sind die Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte 120
iber die Verbindungsstrukturen 150 entbehrlich, und kdnnen
daher wie oben angegeben zum Bewirken der elektrischen Tren-

nung der Kathoden und Anoden entfernt werden.

Bevor derartige und nach dem Bereitstellen des streifenfdrmi-
gen Leiterrahmens 110 durchgefiihrte Prozesse des Herstel-
lungsverfahrens im Detail beschrieben werden, wird zunachst
auf die Ausgestaltung und geometrische Struktur des Leiter-
rahmens 110 und von dessen Leiterrahmenabschnitten 120 naher

eingegangen.
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Bei dem bereitgestellten Leiterrahmen 110 liegt zwischen zwei
benachbarten Leiterrahmenabschnitten 120 jeweils eine stufen-
formig verlaufende, spaltfdérmige Aussparung 131 vor. Im Be-
reich der Enden der stufenfdrmigen Aussparungen 131 schlieBen
sich die an den Langsseiten 111, 112 vorliegenden Verbin-
dungsbereiche 115 mit den Verbindungsstegen 150 an. Diese
Ausgestaltung wird anhand eines Vergleichs der Figuren 4 und
5 deutlich.

Figur 5 zeigt eine zu Figur 4 korrespondierende, stark ver-
einfachte ausschnittsweise Darstellung des Leiterrahmens 110,
in welcher die sich stufenférmig erstreckenden Aussparungen
131 (mit vergroBerter Breite) und die sich an den Enden der
Aussparungen 131 anschlieBenden Verbindungsbereiche 115 sche-
matisch veranschaulicht sind. Anhand dieser Darstellung wird
die iber die Verbindungsstege 150 verwirklichte Verbindung
der Leiterrahmenabschnitte 120 deutlich. In Figur 5 sind die
Leiterrahmenabschnitte 120 zur Unterscheidung mit Hilfe von
unterschiedlichen Schraffierungen hervorgehoben. Der Leiter-
rahmen 110 bzw. dessen Leiterrahmenabschnitte 120 weisen zu-
satzlich zu den stufenfdormigen Aussparungen 131 weitere, 1li-
nienfdérmig angeordnete Aussparungen 132 auf (vgl. Figur 4),

auf welche weiter unten naher eingegangen wird.

Figur 5 macht deutlich, dass die hier gezeigten und nebenei-
nander angeordneten Leiterrahmenabschnitte 120 aufgrund der
beidseitig der Leiterrahmenabschnitte 120 vorliegenden stu-
fenformigen Aussparungen 131 eine sich im Wesentlichen diago-
nal zur Langsrichtung 200 des Leiterrahmens 110 erstreckende
Stufenform aufweisen. Des Weiteren ist ein zwischen zwei Lei-
terrahmenabschnitten 120 angeordneter Leiterrahmenabschnitt
120 jeweils an der Langsseite 111 des Leiterrahmens 110 dber
mehrere Verbindungsstege 150 mit einem der zwei Leiterrahmen-
abschnitte 120 (gemal Figur 5 jeweils dem rechts angeordneten
Abschnitt 120) und an der hierzu entgegen gesetzten Langssei-
te 112 und bezogen auf die Langsrichtung 200 des Leiterrah-
mens 110 an einer Ubereinstimmenden Position iUber mehrere

Verbindungsstege 150 mit dem anderen der zwei Leiterrahmenab-
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schnitte 120 (gemaB Figur 5 dem jeweils links angeordneten
Abschnitt 120) verbunden. Diese Struktur und Geometrie liegt,
abgesehen von kleineren Leiterrahmenabschnitten 120 an den
zwel Enden des streifenfdrmigen Leiterrahmens 110 (linkes und
rechtes Ende bei der Darstellung gemal Figur 1), bei samtli-

chen der Leiterrahmenabschnitte 120 vor.

Zur Veranschaulichung dieser Gegebenheit sind in Figur 6 die
Enden des bereitgestellten Leiterrahmens 110 ausschnittsweise
dargestellt. Die zwei endseitigen Leiterrahmenabschnitte 120,
welche in Figur 6 anhand von Schraffierungen hervorgehoben
sind, sind im Wesentlichen dreieckfdrmig und kodénnen als "hal-
bierte" Leiterrahmenabschnitte 120 aufgefasst werden, welche
zusammengesetzt einen sich diagonal erstreckenden "ganzen"
Leiterrahmenabschnitt 120 ergeben kénnen. Des Weiteren sind
die endseitigen Leiterrahmenabschnitte 120 nur an einer der
Langsseiten 111 oder 112 mit einem benachbarten Leiterrahmen-

abschnitt 120 iiber mehrere Verbindungsstege 150 verbunden.

Der bereitgestellte Leiterrahmen 110 weist zusatzlich zu den
in der Aufsicht stufenfdérmig verlaufenden und benachbarte
Leiterrahmenabschnitte 120 separierenden Aussparungen 131 ei-
ne Vielzahl an weiteren, linienfdrmig angeordneten bzw. in
Form von gestrichelten Linien vorliegenden Aussparungen 132
auf, wie in den Figuren 3, 4 gezeigt ist. Diese Aussparungen
132, welche zum Teil auch mit den stufenfdrmigen Aussparungen
131 verbunden sind bzw. von den Aussparungen 131 ausgehen
(vgl. zum Beispiel den in Figur 8 gezeigten Rereich 140),
dienen zum Kennzeichnen von funktionalen Bereichen des Lei-

terrahmens 110.

Hierzu gehOren die in der Mitte des Leiterrahmens 110 entlang
der Langsrichtung 200 beabstandet vorliegenden Montageberei-
che 140. Die Montagebereiche 140 sind anhand von rechteckfor-
mig bzw. quadratisch umlaufenden Aussparungen 132 in Form von
gestrichelten Linien hervorgehoben. Die Montagebereiche 140
sind jeweils an zweil benachbarten Leiterrahmenabschnitten 120

bzw. am Ubergang zweier benachbarter Leiterrahmenabschnitte
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120 vorgesehen, welche durch eine entsprechende stufenfdrmige
Aussparung 131 getrennt sind. Die stufenfdrmigen Aussparungen
131 erstrecken sich somit auch durch die anhand der Ausspa-
rungen 132 hervorgehobenen Montagebereiche 140 hindurch, wie
in Figur 5 schematisch angedeutet ist (vgl. ferner Figur 8).
An diesen Stellen verlaufen die stufenfdérmigen Aussparungen
131 parallel zur bzw. entlang der Langsrichtung 200 des Lei-

terrahmens 110.

Weitere mit Hilfe der linienfdrmig angeordneten Aussparungen
132 gekennzeichnete funktionale Bereiche sind rechteckfdormige
Testanschlussbereiche 141, 142, an welchen der Leiterrahmen
110 sowie die gefertigte Vorrichtung 100 zu Testzwecken kon-
taktiert werden konnen (vgl. Figuren 3, 4). Hierbei kodnnen
die Bereiche 141 Kathoden-Testanschlussbereiche, und die Be-

reiche 142 Anoden-Testanschlussbereiche sein.

Der Leiterrahmen 110 ist ferner mit kreisfdrmigen Lochern 123
ausgebildet, welche sich nahe der Testanschlussbereiche 141
befinden (vgl. Figuren 3, 4). Uber die Lécher 123 wird die
Polaritat bzw. Funktion als Kathode der Testanschlussbereiche
141 sowie der Leiterrahmenabschnitte 120 in diesem Bereich

wiedergegeben.

Mit Hilfe der Aussparungen 132 (und zum Teil der Aussparungen
131) sind ferner rechteckfdrmige Anschlussbereiche 143 her-
vorgehoben (vgl. Figuren 3, 4). Bei der gefertigten Leucht-
vorrichtung 100, oder bei einer durch Zerteilen aus der Vor-
richtung 100 hervorgehenden Vorrichtung, konnen an diesen
Stellen zum Beispiel nicht dargestellte Anschlusselemente zum
Herstellen einer Verbindung mit einer elektrischen Leitung
bzw. einem Kabel montiert werden, zum Beispiel mittels Loten.
Hierfiir kénnen jeweils die an den zwei Enden vorliegenden An-
schlussbereiche 143 (vgl. Figur 6) genutzt werden. Uber die
Anschlusselemente kann die fertig gestellte Leuchtvorrichtung
100 oder eine hieraus hervorgehende Vorrichtung mit elektri-

scher Energie versorgt werden.
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Uber die Aussparungen 132 (und 131) sind des Weiteren linien-
formige Verbindungen und damit fiktive Strompfade (vgl. Figur
19) zwischen den funktionalen Bereichen 140, 141, 142, 143
hervorgehoben. Wie weiter unten noch ndher erlautert wird,
kann der Leiterrahmen 110 vorderseitig optional mit einer
nicht dargestellten isolierenden bzw. dielektrischen Schicht
versehen werden. Hierbeil konnen die Locher 123, die Bereiche
140, 141, 142, 143 und die Verbindungsbereiche 115 freigehal-

ten werden.

Nach dem Bereitstellen des streifenfdrmigen Leiterrahmens 110
werden die als Gehduse dienenden Formkdrper 160 in den Monta-
gebereichen 140 auf dem Leiterrahmen 110 ausgebildet, wie in

der Ausschnittsdarstellung von Figur 7 gezeigt ist. Die Form-
korper 160 sind jeweils auf zwei benachbarten Leiterrahmenab-
schnitten 120 angeordnet, wodurch diese Leiterabschnitte 120

und damit samtliche Leiterrahmenabschnitte 120 iiber die Form-

korper 160 mechanisch verbunden sind (vgl. ferner Figur 18).

Anhand der Figuren 8 bis 11 werden weitere Details in Bezug
auf die Formkorper 160 und den Leiterrahmen 110 deutlich. Die
Figuren 8, 9 zeigen eine vergréBerte Ausschnittsdarstellung
im Bereich eines Montagebereichs 140 vor und nach dem Ausbil-
den eines entsprechenden Formkérpers 160. Die Figuren 10, 11
zeigen unterschiedliche Schnittdarstellungen von Figur 9, wo-
bei sich die Schnittebenen auf die in Figur 9 angedeuteten

Schnittlinien beziehen.

In der Aufsicht besitzen die Formkorper 160, wie in Figur 9
gezeigt ist, eine rechteckige bzw. quadratische AuBenkontur.
Des Weiteren weisen die Formkdrper 160 jeweils eine kreisfor-
mige Ausnehmung bzw. Kavitat 161 auf, so dass der Leiterrah-
men 110 bzw. die einem Formkorper 160 jeweils zugehorigen
zwel Leiterrahmenabschnitte 120 innerhalb der Kavitat 1ol

vorderseitig freiliegen.

Die Kavitdten 161 besitzen eine nach innen gerichtete, kreis-

formig umlaufende Seitenwand 162, welche im Querschnitt
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schrag zu dem Leiterrahmen 110 verlauft (vgl. die Figuren 10,
11). Auf diese Weise kénnen die Formkorper 160 als Reflek-

toren wirken.

Die Formkorper 160 werden des Weiteren derart ausgebildet,
dass die in der Aufsicht stufenfdrmigen Aussparungen 131 in
den Montagebereichen 140 verschlossen werden. Zu diesem Zweck
werden die Formkorper 160 mit Teilabschnitten 163 ausgebil-
det, welche die Aussparungen 131 in diesem Bereich entspre-
chend ausfiillen (vgl. die Figuren 9, 11). Hierdurch werden
die Kavitdten 161 der Formkdrper 160 bodenseitig verschlossen
bzw. abgedichtet.

Der Leiterrahmen 110 und die Formkdrper 160 sind bzw. werden
dahingehend ausgebildet, dass eine zuverladssige Verankerung
der Formkérper 160 an dem Leiterrahmen 110 méglich ist. Hier-
zu werden die Formkoérper 160 bzw. wird Material der Formkdr-
per 160 nicht nur in den Aussparungen 131, sondern auch in
den die Montagebereiche 140 kennzeichnenden und rechteckfor-
mig umlaufenden Aussparungen 132 angeordnet (vgl. die Figuren
8, 9, 11). An diesen Stellen sind die Leiterrahmenabschnitte
120 im Bereich der Aussparungen 131, 132 mit stufenfdrmigen
Seitenflanken 127 zur Verankerung der Formkdrper 160 ausge-
bildet, wie in Figur 11 gezeigt ist. Des Weiteren weist der
Leiterrahmen 110 rickseitige Aussparungen bzw. Vertiefungen
126 auf, in welche Material der Formkorper 160 zur Veranke-

rung derselben eingebracht wird (vgl. Figur 10).

Das Ausbilden der Formkdrper 160 auf dem Leiterrahmen 110
wird mit Hilfe eines Umform- bzw. Moldprozesses durchgefiihrt.
Hierbei wird eine elektrisch isolierende Form- bzw. Moldmasse
verwendet. Die Formmasse kann eine weile Farbe aufweisen. Des
Weiteren kann die Formmasse ein Kunststoffmaterial sein oder
ein Kunststoffmaterial aufweisen. Bei dem Moldprozess kann es
sich um einen Spritzpressprozess, einen Spritzgielprozess o-

der einen Formpressprozess handeln.
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Nach dem Ausbilden der Formkorper 160 werden strahlungsemit-
tierende Halbleiterchips 170 in den Kavitdten 161 der Form-
korper 160 auf dem Leiterrahmen 110 angeordnet, wie in den
Ausschnittsdarstellungen der Figuren 12, 13 gezeigt ist. In
jedem Montagebereich 140 bzw. in jeder Kavitadt 161 wird eine
Gruppe aus zweil Halbleiterchips 170 positioniert. In den ein-
zelnen Kavitaten 161 werden die zwei Halbleiterchips 170 ei-
ner Gruppe Jjeweils auf einem der zwei an dieser Stelle vor-
liegenden bzw. freiliegenden Leiterrahmenabschnitten 120 an-

geordnet.

Bei den strahlungsemittierenden Halbleiterchips 170 kann es
sich insbesondere um Leuchtdiodenchips zum Erzeugen einer
Lichtstrahlung handeln. Auf diese Weise kann es sich bei der
gefertigten Leuchtvorrichtung 100 um einen LED-Streifen han-
deln. Die Halbleiter- bzw. Leuchtdiodenchips 170 kénnen in an
sich bekannter Weise hergestellt sein und Komponenten wie ei-
ne Halbleiterschichtenfolge mit einer aktiven Zone zur Strah-
lungserzeugung aufweisen. Ferner weisen die Halbleiterchips
170 zwei Vorderseitenkontakte auf, iber welche die Halb-
leiterchips 170 mit elektrischer Energie versorgt werden koén-
nen. Die Halbleiterchips 170 kénnen zum Beispiel unter Ver-
wendung eines Klebstoffs oder eines anderen Materials wie zum
Beispiel eines Lotmittels auf dem Leiterrahmen 110 befestigt

werden.

Dariber hinaus werden den einzelnen Halbleiterchip-Gruppen
zugeordnete Schutzdioden 172 in den Kavitdten 161 der Form-
korper 160 auf dem Leiterrahmen 110 angeordnet, wie ebenfalls
in den Figuren 12, 13 dargestellt ist. Die Schutzdioden 172
werden auf Leiterrahmenabschnitten 120 positioniert, welche
benachbart sind zu den die Halbleiterchips 170 tragenden Lei-
terrahmenabschnitten 120. Die Schutzdioden 170, welche zum
Schutz vor einer elektrostatischen Entladung dienen, werden
auch als ESD-Schutzdioden bezeichnet (Electrostatic Dischar-
ge). Die Schutzdioden 172 weisen einen Vorderseitenkontakt
und einen Riuckseitenkontakt auf. Uber den Riickseitenkontakt

werden die Schutzdioden 172, zum Beispiel unter Verwendung
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eines Lotmittels oder eine elektrisch leitfdhigen Klebstoffs,

auf dem Leiterrahmen 110 montiert.

Es ist moglich, die Bestiickung des Leiterrahmens 110 mit den
Halbleiterchips 170 und den Schutzdioden 172 gemeinsam, oder

auch separat voneinander vorzunehmen.

AnschlieBend werden, wie ebenfalls in den Figuren 12, 13 dar-
gestellt ist, elektrische Verbindungen in Form von Bonddrah-
ten 175 hergestellt. Hierbei werden die strahlungsemittieren-
den Halbleiterchips 170 in den einzelnen Halbleiterchip-
Gruppen untereinander elektrisch in Reihe, und werden die
Halbleiterchip-Gruppen mit den dazugehdrigen Leiterrahmenab-
schnitten 120 elektrisch in Reihe verbunden. Durch das in dem
Herstellungsverfahren vorgesehene Entfernen der Verbindungs-
stege 150 des Leiterrahmens 110 und damit Unterbrechen der
Kurzschlussverbindungen kann auf diese Weise eine elektrische
Reihenverbindung der Halbleiterchip-Gruppen untereinander
bzw. von samtlichen Halbleiterchips 170 verwirklicht werden.
Die Schutzdioden 175 werden parallel bzw. antiparallel zu den

zugehdrigen Halbleiterchip-Gruppen verschaltet.

Die Bonddrahte 175 werden an die Vorderseitenkontakte der
strahlungsemittierenden Halbleiterchips 170 und der Schutzdi-
oden 172, sowie mit Ausnahme von Bonddradhten 175 zur direkten
Verbindung von Halbleiterchips 170, an den Leiterrahmen 110
angeschlossen. In jeder Halbleiterchip-Gruppe wird einer der
zwel Halbleiterchips 170 iUber einen Bonddraht 175 mit dem
Leiterrahmenabschnitt 120 verbunden, auf welchem sich die
Gruppe befindet, und wird der andere der zwei Halbleiterchips
170 tUber einen Bonddraht 175 mit dem hierzu benachbarten Lei-
terrahmenabschnitt 120 verbunden. Die Schutzdioden 172 werden
ilber Bonddrdhte 175 mit den jeweils benachbarten und die zu-
gehdrigen Halbleiterchips 170 tragenden Leiterrahmenabschnit-

ten 120 verbunden.

In Bezug auf die Halbleiterchip-Gruppen kann jeweils der Lei-

terrahmenabschnitt 120, auf welchem sich eine Gruppe befin-
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det, als Kathode dieser Gruppe dienen. Der andere bzw. be-
nachbarte Leiterrahmenabschnitt kann jeweils als Anode die-
nen. Ein Leiterrahmenabschnitt 120 kann somit fiir verschiede-

ne Halbleiterchip-Gruppen als Kathode und als Anode dienen.

Nach dem Anordnen und Verdrahten der Halbleiterchips 170 und
Schutzdioden 172 werden die Kavitaten 161 der Formkdrper 160
mit einer Vergussmasse 180 verfillt, wie in der Aufsichtdar-
stellung von Figur 14 gezeigt ist. Hierdurch werden die in-
nerhalb der Kavitdten 161 angeordneten und verdrahteten Halb-
leiterchips 170 und Schutzdioden 172 verkapselt, wodurch die-
se zuverlassig gegeniiber duBeren Einfliissen geschiitzt sind.
Das Einbringen der Vergussmasse 180 in die Kavitaten 161 kann
zum Beispiel mit Hilfe eines Dispense- bzw. Dosierverfahrens

durchgefihrt werden.

Die Kavitdten 161 kdnnen bis zur Vorderseite der Formkorper
160 mit der Vergussmasse 180 verfiillt werden, wie es in den
Schnittdarstellungen der Figuren 15, 16 gezeigt ist. Die da-
zugehdrigen Schnittebenen beziehen sich auf die in Figur 13
angedeuteten Schnittlinien. Aufgrund der Teilabschnitte 163
der Formkérper 160 und der hiermit erzielten bodenseitigen
Abdichtung der Kavitaten 161 kann ein rickseitiges Auslaufen

der Vergussmasse 180 bei diesem Prozess verhindert werden.

Bei der Vergussmasse 180 kann es sich um eine leuchtstoffge-
flillte Vergussmasse 180 handeln, welche ein oder mehrere Kon-
versionsmaterialien aufweist. Hierbei kann die Vergussmasse

180 ein strahlungsdurchlassiges Verguss- bzw. Matrixmaterial,
zum Beigpiel Silikon, und darin eingebettete Leuchtstoffpar-
tikel umfassen (nicht dargestellt). Auf diese Weise kann mit
Hilfe der Vergussmasse 180 wenigstens ein Teil einer im Be-

trieb von den strahlungsemittierenden Halbleiterchips 170 er-
zeugten (primdren) Strahlung konvertiert werden (Volumenkon-

version) .

Nach dem Verfiillen der Kavitdten 161 liegen im Bereich der

einzelnen Montagebereiche 140 gehauste Lichtquellen bzw. LED-
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Lichtgquellen mit zwei strahlungsemittierenden Halbleiterchips
170 vor. Diese sind jedoch noch kurzgeschlossen. Zur Fertig-
stellung der in Figur 2 gezeigten Leuchtvorrichtung 100 wer-
den daher die die Leiterrahmenabschnitte 120 verbindenden
Verbindungsstege 150 des Leiterrahmens 110 entfernt. Dies ist

in der Ausschnittsdarstellung von Figur 17 veranschaulicht.

Das Entfernen der Verbindungsstege 150 kann auf mechanische
Weise, zum Beispiel mit Hilfe eines Stanzprozesses, durchge-
fiihrt werden. Dieser Vorgang la&sst sich aufgrund der kleinen
Verbindungsstege 150 und deren Anordnung an den Langsseiten

111, 112 des Leiterrahmens 110 mdglichst einfach durchfihren.

Das Entfernen der Verbindungsstege 150 hat zur Folge, dass
die Kurzschlussverbindungen der als Kathoden und Anoden die-
nenden Leiterrahmenabschnitte 120 unterbrochen werden,
wodurch die Halbleiterchips 170 bzw. Halbleiterchip-Gruppen
nunmehr elektrisch in Reihe verbunden sind. Anders ausge-
drickt, wird durch das Entfernen der Verbindungsstege 150 ei-
ne elektrische Reihenverbindung der in den Montagebereichen
140 angeordneten Halbleiterchips 170 bzw. Halbleiterchip-
Gruppen bereitgestellt. Hierbei bilden die nebeneinander an-
geordneten Leiterrahmenabschnitte 120 einen Teil der elektri-

schen Reihenverbindung.

Nach dem Entfernen der Verbindungsstege 150 sorgen die Form-
kérper 160 flir einen stabilen mechanischen Zusammenhalt der
Leiterrahmenabschnitte 120 des Leiterrahmens 110. Dieser Zu-
sammenhang ist erganzend in Figur 18 wveranschaulicht, in wel-
cher die Leuchtvorrichtung 100 ausschnittsweise und stark

vereinfacht dargestellt ist.

Zum Betreiben der Leuchtvorrichtung 100 zur Abgabe von Licht-
strahlung kann der Leuchtvorrichtung 100 tber die zwei an den
Enden vorliegenden Leiterrahmenabschnitte 120 (vgl. Figur 6)
elektrische Energie zugefihrt werden. Wie oben angegeben wur-
de, kénnen zu diesem Zweck an den Anschlussbereichen 143 der

endseitigen Leiterrahmenabschnitte 120 angeordnete Anschlus-
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selemente zur Anwendung kommen (nicht dargestellt). Es ist
moéglich, hierbei nur jeweils einen der Anschlussbereiche 143
oder beide Anschlussbereiche 143 eines endseitigen Leiterrah-
menabschnitts 120 zu nutzen bzw. mit einem Anschlusselement

zu versehen.

Im Betrieb der Leuchtvorrichtung 100 kénnen samtliche der in
Reihe verbundenen Halbleiterchips 170 sowie die Schutzdioden
172 mit einem elektrischen Strom durchflossen werden. Dies
ist schematisch in der in Figur 19 gezeigten Aufsichtsdar-
stellung eines Ausschnitts der Leuchtvorrichtung 100, und der
hierzu korrespondierenden, stark vereinfachten Darstellung
von Figur 20 veranschaulicht. Hierbei dient der in den Figu-
ren 19, 20 links angeordnete Leiterrahmenabschnitt 120 als
Anode (Pluspol), und der rechts angeordnete Leiterrahmenab-
schnitt 120 als Kathode (Minuspol).

Der Aufbau der Leuchtvorrichtung 100 macht es moglich, die
Leuchtvorrichtung 100 in flexibler Weise zu verkiirzen bzw. in
mehrere kiirzere Vorrichtungen mit einer geringeren Anzahl an
strahlungsemittierenden Halbleiterchips 170 zu zerteilen. Wie
in Figur 21 anhand eines Ausschnitts der Leuchtvorrichtung
100 angedeutet ist, kann die Leuchtvorrichtung 100 bzw. deren
Leiterrahmen 110 zu diesem Zweck an einer oder auch mehreren
Trennlinien 210 durchtrennt werden. Die Trennlinien 210 ver-
laufen senkrecht zu der Langsrichtung 200 des Leiterrahmens
110 bzw. der Leuchtvorrichtung 100 und sind jeweils in Berei-
chen vorgesehen, in welchen zuvor die die Leiterrahmenab-
schnitte 120 verbindenden Verbindungsstege 150 vorhanden wa-
ren. Beli einer verkiirzten Vorrichtung koénnen die Halbleiter-
chips 170 bzw. Gruppen aus Halbleiterchips 170, wie bei der
zuvor unzerteilt vorliegenden Vorrichtung 100, elektrisch in

Reihe verbunden sein.

Beim Zerteilen wird ein Leiterrahmenabschnitt 120 entlang ei-
ner Trennlinie 210 durchtrennt bzw. halbiert, wodurch aus ei-
nem solchen Leiterrahmenabschnitt 120 zwei endseitige Leiter-

rahmenabschnitte 120 mit am Rand vorliegenden Anschlussberei-
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chen 143 hervorgehen konnen (vgl. Figur 6). Dadurch konnen
die durch das Zerteilen gebildeten kiirzeren Vorrichtungen im
Bereich der entgegen gesetzten Enden ein iibereinstimmendes
Aussehen besitzen. Ein solches Zerteilen wird durch die oben
beschriebene Ausgestaltung des Leiterrahmens 110 mit den an
den Langsseiten 111, 112 und bezogen auf die Langsrichtung
200 an Ubereinstimmenden Positionen vorgesehenen Verbindungs-
bereiche 115 und die Stufenform der Leiterrahmenabschnitte

120 ermdglicht.

Das Zerteilen der Leuchtvorrichtung 100 kann zum Beispiel
derart erfolgen, dass wenigstens eine verkiirzte Leuchtvor-
richtung mit zwei Montagebereichen 140 bzw. zwei in Reihe ge-
schalteten Halbleiterchip-Gruppen gebildet wird. Eine solche
Vorrichtung kann einen Aufbau entsprechend der Figuren 17, 18
aufweisen. Moglich ist auch ein Zerteilen, so dass wenigstens
eine verklirzte Leuchtvorrichtung mit einer anderen Anzahl an
in Reihe geschalteten Halbleiterchip-Gruppen erzeugt wird.
Das Zerteilen der Leuchtvorrichtung 100 l&dsst sich auch der-
art durchfithren, dass wenigstens eine verkiirzte Leuchtvor-
richtung mit lediglich einem Montagebereich 140 bzw. einer
Halbleiterchip-Gruppe gebildet wird. Eine solche Vorrichtung

kann einen Aufbau entsprechend der Figuren 19, 20 aufweisen.

Die anhand der Figuren erlauterten Ausfithrungsformen stellen
bevorzugte bzw. beispielhafte Ausfihrungsformen der Erfindung
dar. Neben den gezeigten und beschriebenen Ausfihrungsformen
sind weitere Ausfithrungsformen vorstellbar, welche weitere
Abwandlungen und/oder Kombinationen von Merkmalen umfassen
kénnen. Beispielsweise kann der streifenfdrmige Leiterrahmen
110 mit anderen Formen von Leiterrahmenabschnitten 120, Aus-

sparungen, usw. bereitgestellt werden.

In diesem Zusammenhang besteht eine mdgliche Abwandlung zum
Beispiel darin, an den Langsseiten 111, 112 vorgesehene Ver-
bindungsbereiche 115 mit einer anderen Anzahl an Verbindungs-

strukturen 150 auszubilden. Beispielsweise kann in den Ver-
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bindungsbereichen 115 jeweils lediglich eine Verbindungs-

struktur 150 vorgesehen sein.

In einer weiteren Variante koénnen in den Montagebereichen 140
bzw. in den Kavitaten 161 der Formkdrper 160 eine andere An-
zahl an Halbleiterchips 170 vorgesehen werden. Mdglich ist
zum Beispiel die Verwendung von lediglich einem Halbleiter-
chip 170 pro Montagebereich 140, welcher auf einen der an
dieser Stelle vorliegenden zwei Leiterahmenabschnitte 120 an-
geordnet und mittels Bonddrahten 175 an die zwei Leiterahmen-
abschnitte 120 angeschlossen wird. Nach dem Entfernen der
Verbindungsstrukturen 150 kénnen samtliche der Halbleiter-
chips 170 in Reihe verbunden sein. In analoger Weise kdnnen
pro Montagebereich 140 Gruppen mit mehr als zwei Halbleiter-
chips 170 vorgesehen werden, und vergleichbar zu Figur 13 auf
einem Leiterrahmenabschnitt 120 angeordnet, und iiber Bond-
drahte 175 untereinander elektrisch verbunden sowie an die
zwel an dieser Stelle vorliegenden Leiterrahmenabschnitte 120
angeschlossen werden. Auch bei derartigen Ausfihrungsformen
kénnen zusatzlich parallel geschaltete Schutzdioden 172 zum

Einsatz kommen.

Anstelle von strahlungsemittierenden Halbleiterchips 170 mit
zwel Vorderseitenkontakten kénnen auch andere strahlungsemit-
tierende Halbleiterchips zum Einsatz kommen. Ein mdgliches
Beispiel sind Halbleiterchips mit einem Vorderseitenkontakt
und einem Rickseitenkontakt. Diese kdnnen wie die Schutzdio-
den 172 mit dem Rickseitenkontakt auf einem Leiterrahmenab-
schnitt 120 angeordnet werden, zum Beispiel unter Verwendung
eines Lotmittels oder eines elektrisch leitfdhigen Kleb-
stoffs. Der Vorderseitenkontakt kann liber einen Bonddraht 175
an einen benachbarten Leiterrahmenabschnitt 120 angeschlossen
werden. Verwendbar sind auch Halbleiterchips mit zwei Rick-
seitenkontakten. Diese konnen iiber die Riickseitenkontakte auf
zwel benachbarten Leiterrahmenabschnitten 120 angeordnet wer-
den, wobei auch hier ein Lotmittel oder ein elektrisch leit-

fahiger Klebstoff einsetzbar ist.
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Des Weiteren ist es moglich, bei Verwendung von Halbleiter-
chip-Gruppen die Halbleiterchips in den einzelnen Gruppen un-
tereinander parallel zu verschalten bzw. kombinierte Reihen-

und Parallelverbindungen vorzusehen.

In einer weiteren Abwandlung konnen die strahlungsemittieren-
den Halbleiterchips 170 auf einer Vorderseite Konversions-
schichten bzw. plattchenformige Konversionselemente zur
Strahlungskonversion aufweisen oder kodnnen solche Konversi-
onselemente nach dem Anordnen der Halbleiterchips 170 auf dem
Leiterrahmen 110 auf den Halbleiterchips 170 angeordnet wer-
den (Oberflachenkonversion). In dieser Ausgestaltung kann die
Vergussmasse 180 lediglich ein strahlungsdurchlédssiges Ver-

gussmaterial aufweisen.

In BRezug auf das Entfernen der Verbindungsstrukturen 150 ist
es denkbar, diesen Vorgang in einem friitheren Verfahrensstadi-
um, zum Beispiel unmittelbar nach dem Ausbilden der Formkor-

per 160, durchzufihren.

Eine weitere Variante besteht darin, die Verbindungsstruktu-
ren 150 nicht ganzlich zu entfernen, sondern lediglich zu
durchtrennen, so dass restliche Teilabschnitte der Verbin-
dungsstrukturen 150 verbleiben koénnen. Dies kann ebenfalls
durch Stanzen, oder auch zum Beispiel mittels Sagen oder
Schneiden erfolgen. In analoger Weise ist es mdglich, nicht
nur die Verbindungsstrukturen 150, sondern auch grdBlBere und
die Verbindungsstrukturen 150 umfassende Teile des Leiterrah-
mens 110 zu entfernen. Auch auf diese Weise konnen die Kurz-
schlussverbindungen der Leiterrahmenabschnitte 120 getrennt

werden.

Im Rahmen des Bereitstellens des Leiterrahmens 110 kann eine
metallische Ausgangsschicht auch mechanisch strukturiert wer-

den, zum Beispiel mittels Stanzen und/oder Pré&gen.

Es kann ferner in Betracht kommen, zusdtzlich zu den Formkor-

pern 160 mit Kavitdten 161 zum Aufnehmen von Halbleiterchips
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weitere Formkérper auf dem Leiterrahmen 110 auszubilden. Der-
artige Formkdrper, welche als zusadtzliche mechanische Verbin-
dungselemente dienen kdnnen, kdnnen ohne Kavitdten 161 ausge-
bildet und auBerhalb der Montagebereiche 140 auf benachbarten

Leiterrahmenabschnitten 120 vorgesehen werden.

Des Weiteren ist es moglich, den Leiterrahmen 110 an der Vor-
derseite mit einer zusatzlichen dielektrischen bzw. isolie-
renden Schicht zu versehen. Hierbei konnen funktionale Berei-
che wie die Montagebereiche 140, die Testanschlussbereiche
141, 142 und die Anschlussbereiche 143, sowie Bereiche, in
welchen sich die Verbindungsstrukturen 150 des Leiterrahmens
110 befinden, unbedeckt bleiben. Eine solche isolierende
Schicht kann zum Reispiel nach dem Bereitstellen des Leiter-
rahmens 110 und vor dem Ausbilden der Formkdrper 160 auf dem
Leiterrahmen 110 aufgebracht werden. In dieser Variante kann
mit Hilfe der isolierenden Schicht eine zusdtzliche mechani-
sche Stabilisierung des Leiterrahmens 110 bzw. mechanische
Verbindung von dessen Leiterrahmenabschnitten 120 bewirkt
werden. Es kann daher in Betracht kommen, ein Entfernen oder
Durchtrennen der Verbindungsstrukturen 150 nach dem Ausbilden

der isolierenden Schicht durchzufihren.

Darliber hinaus ist es denkbar, anstelle von strahlungsemit-
tierenden Halbleiterchips 170 andere Halbleiterchips auf dem
Leiterrahmen 110 anzuordnen. Hierunter fallen zum Beispiel
strahlungsempfangende Halbleiterchips oder auch Leistungs-
halbleiter.

Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzugte Ausfiihrungs-

beispiele naher illustriert und beschrieben wurde, so ist die
Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschrankt
und andere Variationen kdnnen vom Fachmann hieraus abgeleitet

werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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110
111,
115
120
123
126
127
131
132
140
141,
143
150
160
16l
162
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170
172
175
180
200
210

112

142

Leuchtvorrichtung
Leiterrahmen
Langsseite
Verbindungsbereich
Leiterrahmenabschnitt
Loch

Aussparung
Seitenflanke
Aussparung
Aussparung
Montagebereich
Testanschlussbereich
Anschlussbereich
Verbindungssteg
Formkdorper

Kavitat

Seitenwand
Teilabschnitt
Halbleiterchip
Schutzdiode
Bonddraht
Vergussmasse
Langsrichtung
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Patentanspriiche

Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung (100), insbe-
sondere einer optoelektronischen Vorrichtung (100) zur

Abgabe von Lichtstrahlung, umfassend:

Bereitstellen eines streifenfdrmigen Leiterrahmens
(110), wobei der Leiterrahmen (110) in einer Reihe ne-
beneinander angeordnete Leiterrahmenabschnitte (120) und
die Leiterrahmenabschnitte (120) verbindende Verbin-
dungsstrukturen (150) aufweist, welche jeweils zwei be-

nachbarte Leiterrahmenabschnitte (120) wverbinden:

Ausbilden von Formkorpern (160) auf dem Leiterrahmen
(110), welche jeweils zwei benachbarte Leiterrahmenab-

schnitte (120) mechanisch verbinden;

Anordnen von Halbleiterchips (170) auf dem Leiterrahmen
(110); und

Unterbrechen der lber die Verbindungsstrukturen (150)
verwirklichten Verbindungen der Leiterrahmenabschnitte
(120) .

Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das Unterbrechen der Verbindungen der Leiterrah-
menabschnitte (120) iber die Verbindungsstrukturen (150)

ein Entfernen der Verbindungsstrukturen (150) umfasst.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei das Unterbrechen der Verbindungen der Leiterrah-
menabschnitte (120) iber die Verbindungsstrukturen (150)
nach dem Ausbilden der Formkdrper (160) durchgefiithrt

wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die Formkorper (160) mit Ausnehmungen (161) zum
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36

Aufnehmen der Halbleiterchips (170) ausgebildet werden.

Verfahren nach Anspruch 4,
wobei die Ausnehmungen (161) der Formkdrper (160) mit

einer Vergussmasse (180) verfillt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei elektrische Verbindungen zwischen dem Leiterrahmen
(110) und Halbleiterchips (170) hergestellt werden, so
dass in einem Zustand, in welchem die Verbindungen der
Leiterrahmenabschnitte (120) Uber die Verbindungsstruk-
turen (150) unterbrochen sind, die Halbleiterchips (170)
oder Gruppen aus Halbleiterchips (170) elektrisch in

Reihe verbunden sind.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die Verbindungsstrukturen (150) des bereitgestell-
ten Leiterrahmens (110) zwischen benachbarten Leiterrah-
menabschnitten (120) und an entgegen gesetzten Langssei-

ten (111, 112) des Leiterrahmens (110) angeordnet sind.

Verfahren nach Anspruch 7,

wobei an den Langsseiten (111, 112) des Leiterahmens
(110) zwischen benachbarten Leiterrahmenabschnitten
(120) jeweils mehrere Verbindungsstrukturen (150) ange-

ordnet sind.

Verfahren nach einem Anspriiche 7 oder 8,

wobei sich die an den entgegen gesetzten Langsseiten
(111, 112) angeordneten Verbindungsstrukturen (150) be-
zogen auf eine Langsrichtung (200) des Leiterrahmens

(110) an uUbereinstimmenden Positionen befinden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei bei dem bereitgestellten Leiterrahmen (110) zwi-
schen benachbarten Leiterrahmenabschnitten (120) jeweils

eine stufenformig verlaufende Aussparung (131) vorliegt.
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11.

12.

13.

14.

15.

37

Verfahren nach Anspruch 10,

wobei die Leiterrahmenabschnitte (120) des bereitge-
stellten Leiterrahmens (110) abgesehen von Leiterrahmen-
abschnitten (120) an den Enden des Leiterrahmens (110)
eine sich im Wesentlichen diagonal zur Langsrichtung des
Leiterrahmens (110) erstreckende Stufenform aufweisen,
und wobei die Leiterrahmenabschnitte (120) an den Enden
des Leiterrahmens (110) im Wesentlichen dreieckfdrmig

sind.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei jeder Formkorper (160) mit jeweils einer einzelnen

Ausnehmung (161) ausgebildet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei jede Verbindungsstruktur (150) des bereitgestell-
ten Leiterrahmens (110) lediglich zwei benachbarte Lei-

terrahmenabschnitte (120) wverbindet.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei jeder Formkdrper (160) lediglich zwei benachbarte

Leiterrahmenabschnitte (120) verbindet.

Vorrichtung (100), hergestellt durch Durchfiihren eines
Verfahrens nach einem der vorhergehenden Anspriiche, auf-

weisend:

einen streifenfdrmigen Leiterrahmen (110) mit in einer
Reihe nebeneinander angeordneten Leiterrahmenabschnitten
(120) ;

auf dem Leiterrahmen (110) angeordnete Formkorper (160),
welche jeweils zweil benachbarte Leiterrahmenabschnitte

(120) mechanisch verbinden; und

auf dem Leiterrahmen (110) angeordnete Halbleiterchips
(170) .
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FIG 5
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